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2010-2011là ý kiến đồng thuận 

của các đại biểu tham dự Hội nghị tổng 
kết công tác đoàn năm học 2009 - 2010 
được tổ chức vào sáng 15/10/2010, 
tại trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và phát 
triển đô thị - ĐHQGHn. theo báo cáo 
do PGS.tS trần Kim Đỉnh, chủ tịch 
công đoàn ĐHQGHn, trình bày, năm 
học vừa qua, công đoàn đã triển khai 
thành công các phong trào hoạt động 
như vận động Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ chí Minh, Hội diễn 
Lời ca dâng Bác, Đại hội công đoàn cơ 
sở, … làm tốt công tác xã hội từ thiện; 
kịp thời động viên khích lệ tinh thần 
các cán bộ công đoàn, xây dựng khối 
đồng thuận công đoàn viên. chủ tịch 
công đoàn ĐHQGHn đồng thời nêu 
lên ba chương trình công tác trọng 
tâm trong năm học tới. 

PGS.tS Phùng Xuân nhạ - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHn 
đã biểu dương những thành tựu mà 
công đoàn ĐHQGHn đã đạt được, 

đồng thời chỉ đạo, năm học 2010 – 
2011, công đoàn ĐHQGHn cần thực 
hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo 
môi trường làm việc đồng thuận, tiết 
kiệm chống lãng phí; sát cánh cùng 
Đảng ủy, các cấp lãnh đạo, các đơn vị 
trong ĐHQGHn khích lệ động viên các 
cán bộ công đoàn tích cực nâng cao 
trình độ chuyên môn, đưa chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học của 
ĐHQGHn ngang tầm quốc tế. 

Việt Hà

Bộ trưởnG Quốc PHònG Hoa Kỳ tHăM ĐHQGHn

Sáng 11/10/2010, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Hoa Kỳ robert 
Michael Gates đã đến thăm 

ĐHQGHn. cùng đi với đoàn có ngài 
Michael W. Michalak - Đại sứ Hoa Kỳ tại 
Việt nam, các tướng lĩnh của Hoa Kỳ.

Về phía Việt nam, đón tiếp ngài Bộ 
trưởng và đoàn đại biểu Hoa Kỳ có 
GS.tS Mai trọng nhuận – Giám đốc 
ĐHQGHn, trung tướng nguyễn chí 
Vịnh – thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 
PGS.tS trần Quang Quý – thứ trưởng 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, GS.tSKH Vũ 
Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHn, 
GS.tS Phạm thế Long – Giám đốc Học 
viện Kỹ thuật Quân sự, cùng đại diện 
cán bộ giảng viên, nhà khoa học và 
sinh viên ĐHQGHn, học viên Học viện 
Kỹ thuật Quân sự.

Phát biểu chào mừng ngài Bộ trưởng 
robert Michael Gates, GS.tSKH Vũ 
Minh Giang nhấn mạnh, chuyến thăm 
của ngài Bộ trưởng đến ĐHQGHn 
hôm nay góp phần làm sâu sắc hơn 
quan hệ giữa hai nước. GS.tSKH Vũ 
Minh Giang cho biết, 10 năm trước, 
cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill clinton 

đã đến thăm và có buổi nói chuyện 
với sinh viên ĐHQGHn. Kể từ khi bình 
thường hóa quan hệ, chỉ trong một 
thập kỷ, hai nước đã đạt được sự phát 
triển to lớn, trở thành những đối tác  
trong các vấn đề song phương và đa 
phương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 
robert Michael Gates bày tỏ sự vui 
mừng và cảm động trước sự đón tiếp 
trọng thị của lãnh đạo, thầy cô giáo 
và sinh viên ĐHQGHn. Ông cho biết, 
chuyến thăm và làm việc tại Việt nam 
lần này trùng với thời gian Việt nam 
đang tổ chức Đại lễ 1000 năm thăng 
Long – Hà nội. Ông chúc cho Hà nội 
mãi mãi xứng đáng là thủ đô vì hòa 
bình.

ngài robert Michael Gates cho biết, 
ông là vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
thứ 3 của Mỹ đến Hà nội trong vòng 
một thập kỷ qua. trong khoảng thời 
gian đó, mối quan hệ giữa hai nước đã 
có những bước tiến triển tốt đẹp trong 
nhiều lĩnh vực trong đó có an ninh 
quốc phòng. cả hai nước đang cùng 
nỗ lực vì sự hòa bình, ổn định trong 

khu vực thái Bình Dương và trên thế 
giới.

ngài Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao 
mối quan hệ hợp tác quân đội giữa hai 
nước trong vấn đề tìm kiếm người Mỹ 
mất tích trong chiến tranh Viêt nam. 
Về phía Mỹ đang tích cực xúc tiến các 
hoạt động thiết thực giải quyết và 
hỗ trợ cho những nạn nhân chịu ảnh 
hưởng của chất độc da cam, bom mìn 
còn sót lại sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh thái Bình 
Dương của Mỹ đang phối hợp với Việt 
nam trong các hoạt động nhân đạo 
như xây bệnh viện, trường học cho các 
vùng khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng 
nề của thiên tai ở Việt nam.

Kết thúc buổi nói chuyện, ngài Bộ 
trưởng nhắc lại câu nói trong chuyến 
thăm lịch sử của cựu tổng thống Bill 
clinton “Hãy dành cho thế hệ trẻ hai 
nước cơ hội cho một cuộc sống tốt 
đẹp ngày mai, chứ không phải là quá 
khứ của chúng ta”.
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